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Cuotas de mercado FV por tecnologias:

as/ciGs
g-5l — 7%

2012 Shipments 26-GWp 2013 33.8-GWp

Aproximadamente 90% Silicio oblea, 10% lamina delgada
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LD: eficiencias menores que el silicio en oblea...
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... Sin embargo, los costes (en €/Wp) son inferiores.
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Data: Mavigant Consulting; for 2012 and 2013: estimation from different sources (Mavigant and IHS).; EUPD; pvX¥change. Graph: PSE AG 2014
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¢Por qué lamina delgada?
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e Integracion

e (Coste : il
- arquitectonica

e [Estética

* Flexibilidad e Sistemas sin
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2. TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS DE LAMINA DELGADA
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SEMICONDUCTORES ABSORBENTES
e Silicio (amorfo, nano- o microcristalino, multi LD...)
e CulnGaSe (CIGS), CuZnSnS (CZTS)...
e CdTe

e Perovskitas y kesteritas
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3. LABORATORIOS EN ESPANA
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(a«_\ CENER [> Tecnologla de dispositivos de silicio en LD
Caracterizacion de células y modulos
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Tecnologia de células y modulos de silicio en LD
Ciematlt [>< Tecnologia de células de heterounion de silicio
Desarrollo de calcogenuros (CIGS, CdS...)
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CENTRO LASER [> Procesos laser aplicados a fotovoltaica

KL O [> Integracion de nanoestructuras en células de LD
Aplicaciones fotovoltaicas de las perovskitas

TEKNIKER $ Tecnologia de CIGS y OCT
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» Células de CIGS, CZTS, CdTe.

¥ Tecnoldgicos

FOTGPLAT '+ comevo mwmo | Cor@amak
= DE mm DE ECOMNOMIA Canre de vestigacionsas
a TCOMPETITVIDAD | cnepdsenr, Medicambientales

.. ® » Tecnologia de dispositivos de Sien LD
o Caracterizacion de células y modulos

N7,

UCA » Caracterizacion de laminas delgadas

Un idad
Ue CaL. z

» Tecnologia de células de heterounion de silicio

UU

Rg\'llﬂllnilHlﬂﬂplltllllflil:s[ﬂihﬂﬂllgvﬁlnlel » Aplicaciones de nanotecnologfa a FVLD

13



Ggenera o

L_—. e

24-27 Febrero 2015 %_

T COMPETITVIOAD oty n::{:s HEﬂmn"ﬂEﬁTﬂlEﬁ

L'jm rw}gm E.g camg woms, Cremat
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Células de silicio amorfo de unién simple con Ciremal
eficiencia > 9%.

A CENTRO LASER

._Madulos de silicio amorfo con eficiencia 7%. S IEE IR E NG

Células basadas en silicio cristalino pasivadas

con procesos de lamina delgada.

élulas de heterounion de silicio con eficiencia

18%.

Nuevos calcogenuros: CZTS. NANO4ENERGY
i i
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Nuevos materiales en LD: perovskitas. |
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Desarrollo de dispositivos de silicio en lamina
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delgada a alto ritmo de crecimiento (210 A/s).
Desarrollo de silicio cristalizado por laser a )
partir de silicio amorfo en lamina delgada Ciemat
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Mejora del atrapamiento de luz en moédulos de
LD mediante ataque quimico del vidrio frontal.
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FABRICANTES
LD (2008)

Todos han
cerrado o
reorientado su
actividad.

* Dumping

e Retroactividad
tarifas
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¥ Tecnoidgicos
 Espana tiene grupos de investigacion en FV de lamina delgada con
amplia experiencia.

e Estos grupos han desarrollado tecnologia propia en la mayor parte de
las aplicaciones FV de la lamina delgada.

 Hacia 2008 llegd a haber 4 fabricantes de células y médulos de lamina
delgada en Espaia (ejemplo para Europa).

 La ineficacia de la UE para luchar contra el Dumping de China y la
obediencia del gobierno de Espana al lobby de las eléctricas estan
destruyendo nuestra capacidad industrial en una tecnologia estratégica
para la economia y el medio ambiente.

e Los avances de los grupos de investigacion no encuentran, pues, cauce
en nuestro pais. En un entorno asi, nuestro gobierno habla de mejora de
nuestra competividad.
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